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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月20日(2015.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶回路がカスケード接続された半導体記憶装置において、
　（２ｍ－１）段（ｍは１以上の自然数）の記憶回路は、
　第１端子よりデータが供給される第（２ｍ－１）のトランジスタと、
　前記第（２ｍ－１）のトランジスタの第２端子と、２ｍ段の記憶回路が有する第２ｍの
トランジスタの第１端子と、第（２ｍ－１）の容量素子の第１の電極と、に電気的に接続
され、前記データを保持する第（２ｍ－１）のデータ保持部と、
　前記第（２ｍ－１）のデータ保持部における電位を保持した状態で前記データの出力を
行う第（２ｍ－１）のデータ電位保持出力回路と、
　前記第（２ｍ－１）のデータ電位保持出力回路の出力信号と第１の容量素子制御信号と
が入力され、前記第（２ｍ－１）の容量素子の第２の電極の電位を制御する第（２ｍ－１
）のデータ電位制御回路と、を有し、
　２ｍ段の記憶回路は、
　前記第２ｍのトランジスタと、
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　前記第２ｍのトランジスタの第２端子と、（２ｍ＋１）段の記憶回路が有する第（２ｍ
＋１）のトランジスタの第１端子と、第２ｍの容量素子の第１の電極と、に電気的に接続
され、前記第２ｍのトランジスタを介して供給される前記データを保持する第２ｍのデー
タ保持部と、
　前記第２ｍのデータ保持部における電位を保持した状態で前記データの出力を行う第２
ｍのデータ電位保持出力回路と、
　前記第２ｍのデータ電位保持出力回路の出力信号と第２の容量素子制御信号とが入力さ
れ、前記第２ｍの容量素子の第２の電極の電位を制御する第２ｍのデータ電位制御回路と
、を有し、
　前記第（２ｍ―１）のトランジスタは、第１のゲート制御信号及び第（２ｍ―１）のイ
ネーブル信号が入力される第（２ｍ―１）のゲート選択信号生成回路がゲートに接続され
、当該第（２ｍ―１）のゲート選択信号生成回路により導通状態または非導通状態が制御
され、
　前記第２ｍのトランジスタは、第２のゲート制御信号及び第２ｍのイネーブル信号が入
力される第２ｍのゲート選択信号生成回路がゲートに接続され、当該第２ｍのゲート選択
信号生成回路により導通状態または非導通状態が制御され、
　前記第（２ｍ―１）のデータ保持部は、前記第（２ｍ―１）のトランジスタ及び前記第
２ｍのトランジスタを非導通状態とすることで前記データを保持し、
　前記第２ｍのデータ保持部は、前記第２ｍのトランジスタ及び前記第（２ｍ＋１）のト
ランジスタを非導通状態とすることで前記データを保持し、
　前記第（２ｍ―１）のデータ電位制御回路は、前記第（２ｍ―１）のデータ電位制御回
路の出力端子の電位を変化させ、前記第（２ｍ―１）の容量素子を介した容量結合により
前記第（２ｍ―１）のデータ保持部の電位を制御し、
　前記第２ｍのデータ電位制御回路は、前記第２ｍのデータ電位制御回路の出力端子の電
位を変化させ、前記第２ｍの容量素子を介した容量結合により前記第２ｍのデータ保持部
の電位を制御する、半導体記憶装置。
【請求項２】
　記憶回路がカスケード接続された半導体記憶装置において、
　（２ｍ－１）段の記憶回路は、
　第１端子よりデータが供給される第（２ｍ－１）のトランジスタと、
　前記第（２ｍ－１）のトランジスタの第２端子と、２ｍ段の記憶回路が有する第２ｍの
トランジスタの第１端子と、第（２ｍ－１）の容量素子の第１の電極と、第（２ｍ－１）
のインバータ回路の入力端子と、に電気的に接続され、前記データを保持する第（２ｍ－
１）のデータ保持部と、
　前記第（２ｍ－１）のインバータ回路の出力端子の信号と第１の容量素子制御信号とが
入力され、出力端子が前記第（２ｍ－１）の容量素子の第２の電極に電気的に接続された
第（２ｍ－１）の否定論理和回路と、を有し、
　２ｍ段の記憶回路は、
　前記第２ｍのトランジスタと、
　前記第２ｍのトランジスタの第２端子と、（２ｍ＋１）段の記憶回路が有する第（２ｍ
＋１）のトランジスタの第１端子と、第２ｍの容量素子の第１の電極と、第２ｍのインバ
ータ回路の入力端子と、に電気的に接続され、前記第２ｍのトランジスタを介して供給さ
れる前記データを保持する第２ｍのデータ保持部と、
　前記第２ｍのインバータ回路の出力端子の信号と第２の容量素子制御信号とが入力され
、出力端子が前記第２ｍの容量素子の第２の電極に電気的に接続された第２ｍの否定論理
和回路と、を有し、
　前記（２ｍ－１）段目の記憶回路における前記第（２ｍ－１）のトランジスタは、第１
のゲート制御信号及び第（２ｍ－１）のイネーブル信号が入力される第（２ｍ－１）のゲ
ート選択信号生成回路がゲートに接続され、当該第（２ｍ－１）のゲート選択信号生成回
路により導通状態または非導通状態が制御され、
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　前記２ｍ段目の記憶回路における前記第２ｍのトランジスタは、第２のゲート制御信号
及び第２ｍのイネーブル信号が入力される第２ｍのゲート選択信号生成回路がゲートに接
続され、当該第２ｍのゲート選択信号生成回路により導通状態または非導通状態が制御さ
れ、
　前記第（２ｍ―１）のデータ保持部は、前記第（２ｍ―１）のトランジスタ及び前記第
２ｍのトランジスタを非導通状態とすることで前記データを保持し、
　前記第２ｍのデータ保持部は、前記第２ｍのトランジスタ及び前記第（２ｍ＋１）のト
ランジスタを非導通状態とすることで前記データを保持し、
　前記第（２ｍ―１）の否定論理和回路は、前記第（２ｍ―１）のインバータ回路の出力
端子の信号及び前記第１の容量素子制御信号により前記第（２ｍ―１）の否定論理和回路
の出力端子の電位を変化させ、前記第（２ｍ―１）の容量素子を介した容量結合により前
記第（２ｍ―１）のデータ保持部の電位を制御し、
　前記第２ｍの否定論理和回路は、前記第２ｍのインバータ回路の出力端子の信号及び前
記第２の容量素子制御信号により前記第２ｍの否定論理和回路の出力端子の電位を変化さ
せ、前記第２ｍの容量素子を介した容量結合により前記第２ｍのデータ保持部の電位を制
御する、半導体記憶装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記第（２ｍ―１）のインバータ回路、前記第２ｍのインバータ回
路、前記第（２ｍ―１）の否定論理和回路、前記第２ｍの否定論理和回路、前記第（２ｍ
－１）のゲート選択信号生成回路、前記第２ｍのゲート選択信号生成回路を構成するトラ
ンジスタはシリコンを半導体層に有するトランジスタである半導体記憶装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、前記シリコンをチャネル形成領域に有す
るトランジスタと前記第（２ｍ―１）のトランジスタ及び第２ｍのトランジスタとが積層
して設けられている半導体記憶装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、前記第（２ｍ―１）のトランジスタ及び
前記第２ｍのトランジスタは、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタで
ある半導体記憶装置。
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